DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - N-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

BST 80

- D
G
SB
Mechanische Daten:
Geh#iuse: Kunststoff, SOT-89
MaBangaben in mm. 46
16 ‘_—A:l.r’
™14 147
N
i '
|
! 4,25
! { [s8 'IJ 6 | § 375
0,
1.0,53
e 048 | L_ 0,40
0,44 o= ool
0,31 1 VX 72 0322.2
3,0—
Unterseite
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDS = max. 80 V
Gate-Source-Spannung UGs o = max. 20 V
Drainstrom ID Ay = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 25°%C Ptot = max. 1 W
Kanaltemperatur sx = max. 150 °C
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10V, ID = 500 mA TDS ein 2,0 Q
Vorwdrtssteilheit .
bei Upc = 15 V, I = 500 mA, f = 1 kilz |y215] 300 nS

2.85
561

VAIND



BST 80

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung: UDS = max.
Gate-Source-Spannung bei ID = 0: UGS o = max.
Drainstrom, Mittelwerts ID Ay = max.
Drainstrom, Scheitelwert: 1 = max.
< 0 1 D M
Gesamtverlustleistung bei SU = 25°C: ) Ptot = max.
EKanaltemperatur: sK = max.
Lagerungstemperatur: 85 = min.
08 = max.
Wirmewiderstand:
i 1
zwischen Kanal und Umgebung: ) Rypu =
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 cm2 x 0,7 mm
15 X 7301133
Plol max
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0 50 100 dy (°C) 150
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Kennwerte: bei 9K = 25%

Drain-~-Source-Durchbruchspannung

bei Usg = 0, Ip = 100 uA:

Drain-Source-Reststrom

bei Uoo = 0, Upo = 60 V:

Gate-Source-Reststrom

bei UDS = 0, UCS =20 Vs
Gate-Source-Spannung

fiir ID = 1 mA bei UDS = UGS:
DurchlaBwiderstand

bei U =10 V, I = 500 mA:

GS D
Vorwdrtssteilheit
bei UDS =15V, ID = 500 mA,
Eingangskapazitdt
bei UDS =10V, UGS =0, f =
Ausgangskapazitédt
bei UDS =10V, UGS =0, f =
Riickwirkungskapazitdt
bei UDS =10 V, UGS =0, f=
Schaltzeiten
bei Upo = 50 V, I = 500 maA,
Ubat
10v
N8
0 500

]

1 kHz:

1 MHz:

1 MHz:

1 MHz:

Uss

=0 / 10Vs

Eingang

(055)

Ausgang

U(BR) DS S

DS S

GS S
U(P) GS
DS ein
ly2lsl

11s

22s

12s

t

aus

ein

[ 74N

[ PaN

A A

BST 80

80 v
10 pA
100 nA

1,5...3,5 V

2,0 (24) @
300 mS
45 pF
30 pF
8 pF
10 ns
15 ns

10%

aus'™—

7288775

8.84

563



DATEN VORLAUFIGER MUSTER BST 82

SILIZIUM - N-EKANAL - VERTIEKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR
fiir schnelle Schalteranwendungen

SB

Mechanische Daten:

Geh#use: Kunststoff, SOT-23

MaBangaben in mm.
p-— 3'0———

28
0,15 19+
0,09 0,95

AN

11 2f]] t

0) 2
E max |[SB ! G| 1425
10°L. 10° i 1'2 max

muxrl- N 7 max aﬂ 4 1
) 1‘1’N o ' VX 72 0321.9
max 0

30°
max "8:8,1
Draufsicht
Kurzdatens
Drain-Source-Spannung UDS = max. 80 V
Gate-Source-Spannung UGS o = max. 20 V
Drainstrom ¢ . ID Ay = Dax. 175 mA
Gesamtverlustleistung bei SU =25C Ptot = max. 300 mW
Kanaltemperatur SK = max. 150 °C
DurchlaBwiderstand
bei UGS =51V, ID = 150 mA TDS ein 7 Q
Vorwdrtssteilheit
bei Upo =5V, I =200m4, £=1Liz Iyzlsl = 150 mS

VAIVD
565 '



BST 82

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung; Ups
Gate-Source~Spannung bei ID = 0: UGS 0
Drainstrom, Mittelwert: ID AV =
Drainstrom, Scheitelwert: I

< =0 1 DM
Gesamtverlustleistung bei 8y = 25 Cs ) Ptot
Kanaltemperatur: SK
Lagerungstemperatur: 35

%s

Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Ry

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 7 mm x 5 mm x 0,6 mm

2) nichtperiodischer Spitzenwert (tP o ms) max. 100 V

500 SR,
le max
(mwW)
250 -
\\‘
NS
Ny
00 50 100 o, (°C) 150

max.

= maX.

maxXe

= maX.

= max.

max.
min.

maXe.
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Kennwerte: bei SK = 25%:

Drain-Source~Durchbruchspannung
bei Yoo = 0, II; = 100 pA:

Drain-Source-Reststrom

bei UGS =0, UDS'= 60 V:
Gate-Source-Reststrom
bei UbS = 0, UGS =20 V:
Gate-Source-Spannung
fiir ID = 1 mA bei UDs = UGS:
DurchlaBwiderstand
bei UGs = 5V, ID = 150 mA:
Vorwdrtssteilheit
bei UDS =51V, ID = 200 mA, f = 1 kHz:
Eingangskapazitét
bei UDS =10V, UCS =0, f =1 MHz:
Ausgangskapazitidt
bei UDS =10V, UGS =0, f =1 MHz:
Riickwirkungskapazitidt
bei UDS =10V, UGS =0, f =1 MHz:
Schaltzeiten
bei Upg = 50 V, I, = 200 mA, Upo = 0/10V:
Ueet Eingang
(Tgs
10v ‘ID
ﬂ Ausgang
0 500 T

U(r) Ds s

DS S

Gs s
U(p) @s

TDS ein

Iy21s|

11s
22s

12s

ein

aus

A

A

BST 82

80

1,0

100
1,6...3,5

7 (£ 10)

150

15

13

NN
TN

—_~ o~

10%

aus

7Z887175

pA

Q

mS

pF

pF

pF

2.85
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BST 84

SILIZIUM - N-EANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen
]
3 (irs
sB

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-89
MaBangaben in mm.

oct

I !
| 15" VX 72 0322.2
3,0—™

Unterseite

Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 200 V
Gate - Source - Spannung UGS ¢ = max. 20 V
. Drainstrom ¢ . ID Ay = max. 250 mA
Gesamtverlustleistung bei &U =25C Ptot = max. 1 W
‘Kanaltemperatur 8K = max. 150 °c
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10 V, ID = 250 mA DS ein = 6 Q
Vorwirtssteilheit ’
bei Upo = 15V, I = 250 mA, £ = 1 kHz |"21s| = 250 mS

VAIVD
569



BST 84

Absolute Grenzwertes

Drain - Source - Spannung: UDS = max.
Gate - Source - Spannung bei ID = 0: UGS o = max.
Drainstrom, Mittelwert: ID Ay = max.
Drainstrom, Scheitelwert: ID M = max.
. . <
Gesamtverlustleistung bei GU = 25 °Cs Ptot = max.
Kanaltemperatur: 8K = max.
Lagerungstemperatur: ss = min.
3S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) R =
th U
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 cm2 x 0,7 mm
15 VX 7301133
Plol max
(W)
10
A \\
05
\\
\\‘
0
0 50 100 Jy (°C) 150

1.85
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Kennwerte:

Drain-Source-Durchbruchspannung

bei UGS
Drain-Source-Reststrom

bei UGS =0, UDS = 160 V:
Gate-Source-Reststrom

bei UDS = 0, ch =20 V:
Gate-Source-Spannung

fir ID = 1 mA bei UDS = UGS:

=0, I = 100 pA:

DurchlaBwiderstand
bei UGS =10V, I

n
N
cn
(=
B
.

D

Vorwértssteilheit
bei UDS =15V, I
Eingangskapazitit

bei UDS =10V, UGS =

Ausgangskapazitit

bei UDS =10 V, UGS

Riickwirkungskapazitit
bei UDS =10V, UGS

L]
[\
5
(=]
g
-

D

0, f =

=0, f

o, f

Schaltzeiten

bei U . =

bs = 50 Vv, ID = 250 mA,

Uba

miJ—-l
0

5082

BST 84

bei SK = 25°C, sofern nicht anders angegeben

>
U(Br) Ds s © 200 v
<
Is s = 10 pA
1 < 100 nA
GS S
U(P) Gs = 0,8...2,8V
<
DS ein 6 (212) 0
£ = 1 kHz: Iy2lsl = 250  mS
1 MHz: C118 = 70 pF
1 MHz: oo = 20 pF
1 MHz: Cl2s = 5 pF
U,.=0/10V: t = 4 (%10) ns
GS ~ * ein <
= 15 (= 25) ns
aus
90%)
Eingang
(Ugs
Ausgang
(1)
0%
e
ein - aus
7288775
1.85

571



DATEN VORLAUFIGER MUSTER BST 86

SILIZIUM -~ N-KANAL - VERTIKAL - D-M0S - FELDEFFEKT - TRANSISTOR
fiir schnelle Schalteranwendungen D

SB

Mechanische Daten:

Geh8use: Kunststoff, SO0T-89

MaBangaben in mm. ‘_lz'g
~}:2'] =1
| Y
| y 1s8 N 5| 4 §§§
3’.’% i1 I 3 2 i
foe L83

048
0.4k 0,35 o
0'37 . ‘ X) 1' VX 72 0322.2

3,0—
Unterseite
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDS = max. 180 V
Gate-Source-Spannung UGS o = max. 20 V
Drainstrom I = max. 300 mA
< o D AV )
Gesamtverlustleistung bei SU = 25°C P,,¢ = max. 1 W
Kanaltemperatur SK = max. 150 °C
DurchlaBwiderstand
bei Uss = 10 V, I = 300 mA TS ein 6 Q
Vorwiértssteilheit
bei Upo = 15 V, I, = 300 mA, £ = 1 kilz ly219I = 250 mS

1.85



BST 86

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung: UDS = max.
Gate-Source-Spannung bei I, =o0: Ugs o = mex.
Drainstrom, Mittelwert: ID Ay = Dex.
Drainstrom, Scheitelwert: . ID M = max.
Gesamtverlustleistung bei SU § 25°C; 1) Ptot = max.
Kanaltemperatur: SK = maxX.
Lagerungstemperatur: 8s = min.
&S = max.
Wirmewiderstand:
. 1
zwischen Kanal und Umgebung: ) Rth v =
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 cm2 x 0,7 mm
2) nichtperiodischer Spitzenwert (tp <o ms) max. 200 V
15 X 7301133
P(o( max
(w)
10 ANy
\\
>
05
\\
\>‘
10 50 100 Jy (°C) 150

8.84
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BST 86

Kennwerte: bei 0K = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Drain-Source-Durchbruchspannung

bei Ugg = 0, I = 100 pA: U(sR) s S 2 180 v
Drain-Source-Reststrom <

bei UGs = 0, UDS‘= 120 V: IDS s = 10 pA
Gate-Source-Reststrom <

bei UDS = 0, UGs = 20 V: IGs s = 100 nA
Gate-Source-Spannung

fir ID = 100 pA bei UDS = UGS: U(P) GS = 0,7...2,7 V
DurchlaBwiderstand <

bei Uoo =3V, I = 15 mAs DS ein = 7(210) @

bei UGs =10V, ID = 300 mA: TDS ein = 6
Vorwdrtssteilheit

bei Upo = 15 V, Iy = 300 mA, f = 1 kHa: Iy2ls| = 250 nS
Eingangskapazitidt

bei UDS =10V, UGS =0, f =1 MHz: C1ls = 50 pF
Ausgangskapazitit

bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz: 0228 = 20 pF
Riickwirkungskapazitédt

bei UDS =10V, UGS =0, f =1 MHz: 0128 = 6 pF
Schaltzeiten <

bei Upc=50V, I =400mA, Uy =0/10V: ein .: 10 ns

aus = 15 ns
Ubal Eingang
(Usg)
0v ‘lD
J—l- i Ausgang
0 (1)
500 0%
S

ein aus
7288775

1.85
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - N-KANAL ~ VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - T,
(Anreicherungstyp) fiir schnelle Schalteranwendung

BST 90

RANSISTOR

en
D
Mechanische Daten: G
Gehduse: Metall, SaB
JEDEC T0-39
Der Drain-AnschluBf ist
mit dem Geh#use leitend
verbunden.
MaBangaben in mm.
0,86
max
”
\\
t .==:=Q 0,51
N, 4§ max
1,0 8,5 P——e——
max max
e 6,6 12,7 7293052
max min
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDS = max. 80 V
Gate-Source-Spannung UGs o = mex. 20 V
Drainstrom, Mittelwert ID AV = max. 0,5 A
Gesamtverlustleistung bei 36 é 25°C Ptot = max. 2,5 W
Kanal temperatur SK = max. 150 °c
DurchlaBwiderstand
bei ID = 500 mA, UGS =10 V DS ein 2,0 Q
Vorwdrtssteilheit
bei Upo = 15V, I = 500 mA |y21s| 300 mS
3.85
221



BST 90

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung: UDS =
Gate-Source-Spannung bei ID = 0: UGS 0o =
Drainstrom, Mittelwert: ID v =
Drainstrom, Scheitelwert: ID M =
. ; < 5=0 _
Gesamtverlustleistung bei QG = 25 C: Ptot =
Kanaltemperatur: sK =
Lagerungstemperatur: &S =
SS =
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Gehduse: Rth G
zwischen Kanal und Umgebung: Rth U
3 VX 73 01385
Pﬁor max
(W)
2
1
0 150
0 50 100 ¥ (°C)

3.85
222

max.
maxe.
max.
max.
max.
max.
min.

maxe.

80

20
0,5
1,0
2,5
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Kennwerte: bei 8, = 25°

K

Drain-Source-Durchbruchspannung
bei UGS =0, I, = 100 pA:

D
Drain-Source-Reststrom
bei UGS =0, UDS =60 V:

Gate-Source-Reststrom
bei UDS = 0, UGS =20 V:

Gate-Source-Spannung

fiir ID = 1 mA bei UDS = UGS=
DurchlaBwiderstand

bei ID = 500 mA, UGS =10 V:
Vorwidrtssteilheit

bei UDs =15V, ID = 500 mA, f = 1 kHz:
Eingangskapazitidt

bei Upo =10 V, Uyg = 0, £ = 1 MHz:
Ausgangskapazitédt

bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz:

Riickwirkungskapazitét E
=0, f =1 MHz:

Eing

(Vgs

Aus
(1

bei UDS =10 Vv, UGS =
Schaltzeiten
bei Upo =50 V, I =500 ma, Ups =0 / +10 V:
Einschaltzeit:
Ausschaltzeit:
Ubat
0 5002

D

Uer) ps s ©

DS S

6S S
6S

DS ein
|y21s|

11 s
22 s

12 s

t .
ein

aus

ang

ang

n

A

[ PN | PN

BST 90

80 v

10 pA

100 nA
1,5...3,5 V
2,0 (§ 4,0) Q

300 mS

45 pF

30 pF

8 pF

10 ns

15 ns
10%.
—t gl
7288775

3.85

223



BST 90

VX 73011371
8 dg =25°C i
DS ein
(2)
Ugs =
50
’ /
2 oV -
0
10 100 Ip (mA) 1000

3.85
224



DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - N~-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

-

BST 97

G
Mechanische Daten: SB
Gehduse: Metall, JEDEC TO0-18,
18 A3 DIN 41 876
MaBangaben in mm.
@ 048
max
— #
53max 12,71
VX 120273
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 180 V
Gate — Source - Spannung UGS o = max. 20 V
Drainstrom I = max. 300 mA
< o D AV
Gesamtverlustleistung bei 8U = 25C Ptot = max. 0,4 W
. < 50
bei 06 = 25 C Ptot = max. 1,5 W
Kanaltemperatur eK = max. 150 °¢
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10 V, ID = 400 mA DS ein = 6 Q
Vorwidrtssteilheit
bei UDS =15V, ID = 400 mA, f = 1 kHz Iymsl = 250 mS
5.85
225



BST 97

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung:

Gate-Source-Spannung bei ID =0

Drainstrom, Mittelwert:
Drainstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei $
bei $
Kanaltemperatur:

Lagerungstemperaturs:

Wirmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung:

zwischen Kanal und Gehduse:

1) nichtperiodischer Spitzenwert (tp

A A

25°%C:
25°C:

VL 73 01388
400 A
Pmt max
(mW) A
300 N
A\
AN
\
200 AN
\\
100 N
N
AN
% 50 100 g, (°c) 150
5.85

226

UDS max. 180
UGS 0 max. 20
ID N max. 0,3
ID M = max. 0,8
Ptot maxe. 0,4
Ptot max. 1,5
eK max. 150
8S min. -65
35 max. 150
Rth U 310
Rth G 83
o ms) max. 200 V
73 01389
2,0
Pfof max
(W)
15
\\
N
1,0
i X
N
0,5
0 \\
N,
N
N
0
0 50 100 ¥ (°C) 150

o = > » < <
(9]

=
(]

K/W
K/W



bei SK

Kennwerte:

Drain-Source-Durchbrughspannung

25°C, sofern nicht

BST 97

anders angegeben

i = - . 4 180

bei UGS =0, ID = 100 pA: U(BR) S S )
Drain-Source-Reststrom ¢

bei UGS =0, UDS = 120 Ve IDSV v = 10 uA
Gate-Source-Reststrom <

bei UDS =0, UGs =20 V: IGS s = 100 nA
Gate-Source-Spannung

fir ID = 100 pA bei UDS = UGS: U(P) Gs = 0,7...2,7 V
DurchlaBwiderstand <

bei Uyo = 3V, I = 15 mA: Tps ein = 7(=10) @

bei UGS =10V, ID = 400 mA: TDS ein = 6 Q
Vorwartssteilheit

bei Upg = 15 V, I = 400 mA, f = 1 kHz: |y2ls| 250 mS
Eingangskapazitdt . N

bei UDS =10V, UGS =0, £f =1 MHz: C115 = 50 pF
Ausgangskapazitidt

bei UDS =10 V, UGS =0, £f =1 MHz: 022s = 20 pF
Riickwirkungskapazitdt

bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz: C12s = 6 pF
Schaltzeiten <

bei Up =50V, I, =400mA, Uoo=0/10V: toin .<-. 10 ns

= 15 ns
aus
Ubet Eingang
(vgg)
1ov ‘lb
I | ’ Ausgang
0 (1,
500 10%
ein ™ ‘J aus
1288775
5.85

227



BST 97

X 73 01140.
15 527550 il
DS ein
Q) >
Ugs =4V
10 /
/ 10V
/ 4
5
% 100 1000 Iy (mA)

228



DATEN VORLAUFIGER MUSTER BST 100

SILIZIUM - P-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

(Anreicherungstyp) fiir schnelle Schalteranwendungen

D
Mechanische Daten: G $B
Gehduse: Kunststoff,
SOT-54
MaBangaben in mm.
- 40,40
Re———=}nin
—ey b,2 max
1,6 e 5,2 -»e—— 12, Tmin ——
¥ 23 — 10,49
| = ,
r 7 N F——t
4B ogls max
maxZ,Slo ‘éd 2 G j,——_——_—, ’
0,67 *
max
0 —» 3‘-3?( L— nicht kontrollierter Bereich
VF720318.6
Kurzdaten:
Drain-Source~Spannung -UDs = max. 60 V
Gate-Source-Spannung -UGS g = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert -1 = max. 0,3 A
< ° D AV
Gesamtverlustleistung bei GU = 25 C Ptot = max. 1,0 W
Kanaltemperatur SK = max. 150 °¢
DurchlaBwiderstand
bei —ID = 200 mA, -UGS =10V rDS ein 4,5 Q
Vorwidrtssteilheit
bei -Upc = 15 V, -Ij = 200 mA ly21 s| = 200 mS

3.85
5% VAIVO



BST 100

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung:
Gate-Source-Spannung bei ID = 0:
Drainstrom, Mittelwert:

Drainstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei 8U é 25°C: 1)
Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

1) Transistor mit max. 4 mm langen AnschluBdréhten auf Leiterplatte

Kupferflache fiir den Drain-Anschlufl

-UDS = max.
-UGS o = max.
—ID Ay = Dax.
—ID M = max.
Ptot = max.
3K = max.
%S = min.
85 = max.
Renv =

10 < ¥X.1301386
P'of max \‘
(W)

‘\\\\
05 \\\
‘\\\\
\‘
00 50 100

3.85
230

60 V

20 V
0,3 A
0,8 A
1,0 W
150 °c
-65 °c
150 °c
125 K/W
mit 1 cm



BST 100

Kennwerte: bei SK = 25%
Drain-Source—Durchbrughspannung S
bei UGS =0, -ID = 100 pA: -U(BR) pSs = 60 \'
Drain-Source-Reststrom <
bei Upo = 0, -Upo = 45 Vs “Ips 2 10 LA
Gate-Source-Reststrom <
bei UDS = 0, -UGS = 20 Vi —IGS s = 100 nA
Gate-Source-Spannung
fir —ID = 1 mA bei UDS = UGS: --UGs = 1,5...3,5 v
DurchlafBwiderstand <
bei -I; = 200 mA, Uy = 10 Vs Ips ein = 5 (26) @
Vorwdrtssteilheit
bei -Up =15V, -I =200 mA, f=1 kHz: |y21sl = 200 mS
Eingangskapazitdt
bei -Up =10 V, Uso=0, £=1 MHz: Cits = 55 pF
Ausgangskapazitédt
bei —UDS= 10 v, UGS= 0, £f=1 MHz: 022 s = 30 pF
Riickwirkungskapazitidt
bei -UDS=10 v, UGS=0, f=1 MHz: 012 s = 8 pF
Schaltzeiten
bei -Upo =50 V, -I) =200 mA, -Ug =0 / 10 V:
Einschaltzeit: t . = 4 ns
) ein
Ausschaltzeit: t = 20 ns
aus
bat
Eingang
(UGS
-10Vﬂ *'ID
0 Ausgang
500 (1
D 10%
ein'™— —‘“taus‘-
7288775
3.85

23



DATEN VORLAUFIGER MUSTER BST 120

SILIZIUM - P-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

D
G
Mechanische Daten:
SB
Gehduse: Kunststoff, SO0T-89
Stempel: LM
MafBangaben in mm.
; 2
' ' ) 1'54 VX 72 0322.2
3,0—»
Unterseite
Kurzdaten:
Drain-Source~Spannung 'UDS = max. 60 V
Gate-Source-Spannung -UGS o = max. 20 V
Drainstrom ¢ . -ID Ay = max. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei 8. = 25°C P = max. 1 W
U tot
DurchlaBwiderstand
bei -UGs =10 V, -1D = 200 mA DS ein 4,5 Q
Vorwidrtssteilheit
bei -UDS =15V, -I, = 200 mA, f = 1 kHz |y215| = 200 mS

7 VAl.vn



BST 120

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannuhg: -Upg
Gate-Source-Spannung: -UGs 0
Drainstrom, Mittelwert: -ID AV
Drainstrom, Scheitelwert: -ID M
. . < o 1

Gesamtverlustleistung bei 8; = 25 C: ) Pt
Kanaltemperatur: QK
Lagerungstemperatur: 55

63
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Royu

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 em x 0,7 mm

8.86
642

max.

= maXx.

= max.

= maXxe.

max.
max.
min.

max.

=3
(=}

[\
(=}
STEE <<

300
800

150

-65
150

125

o Q

K/W



BST 120

Kennwerte: bei SK = 25%

Drain-Source-Durchbruchspannung

bei UGS =0, —ID = 100 pA: -U(BR) DS s © 60 v
Drain-Source-Reststrom <
bei UGs = 0, —UDS = 45 V: -IDS S = 10 pA
Gate-~Source~-Reststrom <
bei UDS = 0, -UGS =20 V: —IGS s = 100 nA
Gate-Source-Spannung
fiir -ID = 1 mA bei UDS = UGS: -UGS = 1,5...3,5 V
DurchlaBwiderstand <
bei ~I) = 200 mA, ~Ug = 10 V: TS ein = 4,5 (26) @
Vorwdrtssteilheit
bei -UDs =15V, -ID = 200 mA, f = 1 kHz: Yo1 ¢ = 200 mS
Eingangskapazitit
bei -UDS =10 V, UGs =0, f =1 MHz: C11 s = 55 pF
Ausgangskapazitit
bei -UDS =10V, UGS =0, £f =1 MHz: 022 s = 30 pF
Riickwirkungskapazitdt
bei —UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz: C12 s ) = 8 pF
Schaltzeiten
bei ~Up. = 50 V, -1, = 200 mA, -Uyo =0 / 10 V:
t . = 4 ns
ein
1 = 20 ns
aus
-Ubat s
Eingang
(Ugg)
qoi[_t wD
0 Ausgang
502 (1)
D
10%
t
ein aus'+—
72887715
8.86

643



DATEN VORLAUFIGER MUSTER

BST 122

SILIZIUM - P-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

< fiir schnelle Schalteranwendungen

D
Mechanische Daten:
TECAniacte Saten sB
Gehduse: Kunststoff, SOT-89
Stempel: LN
MaBangaben in mm.
b
1,6 g
14 1
N
i }
|
1 T 4,25
! { IsB ¢ & y 375
08 |
min il i3 2
L) | 1 0,53
. 048, 040
044 0,35 : :
037 (20 leqge]
: ' VX 72 0322.2
3,0—»
Unterseite
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung -UDS max. 50 V
Gate-Source-Spannung -UGs g = max. 20 V
Drainstrom -ID Ay = max. 250 mA
. s < 0
Gesamtverlustleistung bei 8U =25C Ptot max. 1 W
DurchlaBwiderstand
bei 'UGS =10 V, -ID = 200 mA DS ein = 7,5 Q
Vorwdrtssteilheit
bei -Upo = 15 V, -1, = 200 mA, f = 1 kHz |y218| 125 mS




BST 122

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung: -U

DS
Gate-Source-Spannung: -UGS 0
Drainstrom, Mittelwert: -ID AV
Drainstrom, Scheitelwert: -ID M

- . < 5=0 1
Gesamtverlustleistung bei $U = 25°C: ) Ptot
Kanaltemperatur: SK
Lagerungstemperatur: SS
%s
Wirmewiderstand:
R 1

zwischen Kanal und Umgebung: ) Rth U

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 2,5 cm2 x 0,7 mm

646

max.

= maX.

= maxXe.

= maxe.

max.
max.
min.

max.

rf c? c? = g E < <

K/W



Kennwerte: bei SK = 25

C

Drain-Source-Durchbruchspannung

jmooure o
bei Uoo = 0, -I = 100

Drain-Source-Reststrom

bei UGS =0, -UDs = 45
Gate-Source~Reststrom
bei UDs = 0, -UGS = 20

Gate-Source-Spannung

fiir -ID = 1 mA bei UDS

DurchlaBwiderstand

bei -ID = 200 mA, -U
Vorwdrtssteilheit

bei -U =15V, -1 =

DS D
Eingangskapazitit
bei —UDS =10 V, UGS =
Ausgangskapazitidt
1 - = i =
bei UDS 10 Vv, UGS
Riickwirkungskapazitidt
i - = 7 =
bei UDs 10 v, UGS
Schaltzeiten
bei -UDS =350V, -ID =
Ubat
qoij_]_ Vh
0
500

Gs ~

ph: -U(Br) Ds s
v “Ips s
Ve -IGS s
='UGS: -UGS
=10 V: DS ein
200 mA, f = 1 kHz: Vo1 s
0, f =1 MHz: C11 s
0, f =1 MHz: 022 s
0, f =1 MHz: 012 s
200 mA, -Uo =0 / 10 V:
t .
ein
t
aus
Eingang
(Ugg)
Ausgang
(1)

[N

A

BST 122

w
(=}
<

Bk

7,5 (§ 10) @
200 mS
55 pF
30 pF
8 pF
4 ns
20 ns
10%

aus

7288775

8.86
647



